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Siemens Transistor BU208A Datasheet

MPN-Silizium-Leistungstransistoren BU 208, BU 208 A

BU 208 und BU 208 A sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungs-Schalttransistoren im Gehause
3B 2DIN 41872 (TO-3). Sie zeichnaen sich aus durch kurze Schaltzeiten und hohe Spannungsfestigkeit
und sind besonders zur Verwendung in Horizontal-Ablenkendstufen fir Farbfernsehemplinger geeig-
net. Der Kollektor ist mit dem Gehiuse leitend verbunden,
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Grenzdaten B 208 B 208 A |
Kollektor-Emitter-Spannung 1
(Upe =10 Vg 1500 1500") Y
Kaollektor-Emitter-Spannung Lo 00 T00 v
Kollektorstrom fe b 5% | A
Kollektorspitzenstrom Iesa 15 75 [ A
Basisspitzenstrom Tam 4 4 | A
neg. Basisstrom s 0,1 0,1 | A
neg. Basisspitzenstrom beim Abschalten =lam 25 25 A
Sperrschichttemperatur T 115 115 L
Lagertemperatur T —65bis + 115 “Cc
Gesamtverlustleistung
(T =95°C) Fice 125 | 125 W
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschichi-Transistorgehause L | =16 | =186 | KiwW

‘:| Bei Bildréhren l',lh'l;-chli-gml sind max. 1650V erlault.
) Bei Bildrahren-Uberschifgen sind max, 104 erlaubr.
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Siemens Transistor BU208A Datasheet
MNPN-Silizium-Leistungstransistoren BU 208, BU 208 A
Statische Kenndaten BU 208 BLU 208 A
Kollektor-Emittar-Reststrom
(U = 1500V, Ui = 0) lers =1 =1 ma
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(e = 10ma, i = 0) Uierjzeo =5 =3 v
(% = 100mA, Iz = 0) Uigrero =7 =7 W
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Je = 100mA, Iz =0, L = Z5mH) Uipmceo = 700 = 700 W
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
[l =45A, Ia=2A) U san =5 =1 Y
Basis- Emitter- Sattigungsspannung
(lc=45A g =2A) UaEsar =15 =15 W
Stromverstirkung
1Ucf—5‘|.l", ’314,5)’\] B =215 =225
Dynamische Kenndaten
Transitfrequenz
[Uee =BV, fe =014} f 1 - MHz
[Lhge = BV, fc =014, f=5MHz) fr - 7 MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
(Ucg = 10V, g = 0, F= 1MHz) Cean 150 125 pF
Schaltzeiten:

[le =45A, [a=18A, Lg=10uH) [ 0.7 0.7 s
[fc =4.5A, 1 = 1,84, Lg = 10uH) Iy 10 10 it
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Siemens Transistor BU208A Datasheet

NPN-Silizium-Leistungstransistoren BU 208, BU 208 A
Temperaturabhangigkeit der Zulassiger Betriebsbereich
zulassigen Gesamtverlustleistung le = F{Ug): To = 98°C
Pior = F{Tg)
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MPM-Silizium-Leistungstransistoren

Siemens

Transistor BU208A Datasheet

BU208, BU20B A
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Sattigungsspannung Lcpe = g}
T = 25°C; fz = Parameter
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Sattigungsspannung Ungsa = Fliz)
B =3, Tz = Parameter
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